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【はじめに】我々は，量子ドット(QD)の集積化にあ

たって，イオン注入による組成混晶(QDI) [1]を用い

た電界吸収(EA)変調器を検討している．今回 QD-

QDI 集積レーザの室温連続発振に成功したので報

告する． 

【実験】InP基板上に積層した InAs / InGaAlAs QD

ウェハ[2]上に SiO2膜とレジストを塗布し，ドーズ

量 1×1014 cm-2，加速電圧 120 keVで B+イオンを注入

し，600℃で 60秒アニールすることで組成混晶化を

行い，PLピークが 140 nmブルーシフトした．塗布

膜厚や領域を制御することで部分的に組成混晶を

し，Fig. 1のように QD領域を利得，QDI領域を変

調器とした集積レーザを作製した． 

【結果】QDI領域を劈開した際の吸収特性を測定し

た．Fig. 2に示すように，EA部に−18Vの電圧を印

加することで，約10 nmのレッドシフトが得られた． 

QD 領域と QDI 領域の集積レーザの特性を測定し

た．Fig. 3 (a) に室温 CW 動作における電流対出力

特性を，(b) には発振スペクトルを示す．無バイア

ス時においてもヒステリシスが確認されたのは，組

成混晶が不十分であったために，QDI領域が可飽和

吸収として機能した可能性がある一方，双安定レー

ザとしての機能が期待される． 
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Fig. 1 Schematic structure of the QD-QDI integrated 
laser: (a) a bird’s eye view and (b) a cross section. 

 

Fig.2 Absorption spectra of the QDI region. 
 

 Fig. 3 Lasing characteristics of the QD-QDI integrated 
laser under CW condition:   
(a) I-L and (b) spectrum. 
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